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Uktad zasilania kardiostymulatora implantowanego

Przedmiotem wynalazku jest uklad zasilania kardiostymulatora implantowanego, przeznaczonego do
wszczepien dla oséb dotknietych trwatym blokiem pracy serca.

Znane dotychczas rozwiagzania ukladow zasilajacych kardiostymulatory, stosujgce baterie rtgciowe lub
cynkowe s3 wykonane z kilku baterii potgczonych w szereg lub z dwu galezi zasilania, przy czym jedna z gatezi
jest zasilaniem dodatkowym. Prawdopodobienstwo uszkodzenia kilku baterii jednoczesnie jest tak mate, Ze
przyjmuje si¢ kolejne uszkodzenie baterii w uktadzie zasilajgcym kardiostymulatora. Pozadane jest aby kardio-
stymulator mogl pracowac poprawnie jak najdtuzej tj. do ostatniej dobrej baterii. W istniejgcych rozwigzaniach
jest to niemozliwe, poniewaz przy potgczeniu szeregowym wraz ze spadkiem napigcia zasilania zmniejsza si¢
amplituda impulsu wyjsciowego i warto$¢ jej staje si¢ niewystarczajgea do stymulacji, jezeli napigcie zasilania
spadnie ponizej potowy wartosci napigcia zasilania nominalnego.

‘Dla uktadu z dwoma gat¢ziami zasilania przewidywane jest jedynie przetjczenie zasilania na gataZ dodat-
kowy.

Istota rozwigzania wedtug wynalazku jest uktad zasilania kardiostymulatora implantowanego, posiadajgcy
dwie identyczne gatezie podwdéjnego zasilania, do ktérych odpowiednich biégundw jednakowego znaku sg podta-
czone tranzystory w potaczeniu diodowym lub diody spolaryzowane w kierunku przewodzenia oraz oporniki
stanowigce czg$é opornosci wplywajacej na czestotliwosé powtarzania impulsow wyijsciowych z kardiostymula-
tora. Jednoczesnie te bieguny obu gatezi zasilajacych s potgczone przez tranzystory spolaryzowane w kierunku
normalnej pracy z wlasciwym zaciskiem kardiostymulatora, a pozostate dwa bieguny jednakowego znaku gatezi
zasilajacych s3 potgczone bezposrednio z odpowiednim zaciskiem zasilanis kardiostyinulatora.

Zastosowanie uk}adu do kardiostymulatora implantowanego wedtug wynalazku, znacznic zwigksza bez-
pieczeristwo pacjenta, poniewaz od momentu stwierdzenia roztadowanta pierwszej baterii do momentu rozta-
dowania wszystkich baterii, kardiostymulator pracuje poprawnie, w zwigzku z czym pozostaje wigcej czasu na
dokonanie wymiany kardiostymulatora i nie ma niebezpieczeistwa zaprzestania pracy przez kardiostymulator
w przypadku roztadowania si¢ dwu lub trzech baterii w niewielkich odstgpach czasu. ,
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Przedmiot wedtug wynalazku jest przedstawiony w przyktadzie wykonania na rysunku, ktory uwidacznia
sche nat ukladu podwdéjnego zasilania kardiostymulatora implantowanego.

Uktad wedtug wynalazku sktada si¢ z dwu identycznych gatezi podwdjnego zasilania A i B, w ktorych sa
po dwie bateric fgczone szeregowo. Gataz zasilania A sktada si¢ z baterii Ii Il a gatgZ B 2 baterii 11§ IV. Ujemne
bieguny poszczegdlnych gatezi potaczone sa przez tranzystory T, i T; z koficowka ujemnego zasilania kardiosty-
mulatora (:). Bazy tych tranzystoréw sa wysterowywane przez oporniki RS i R4 i podlaczone s3 do wspdlnego
dodatniego zacisku zasilania kardiostymulatora (+).

Tranzystor T1, ktorego prad okresla cs¢stotliwo$é powtarzania impulséw wyjsciowych, wysterowywany
jest przez opornik R1 i potaczone z nim dwa réwnolegte obwody ztozone z szeregowo taczonego opornika R2
i tranzystora w polaczeniu diodowym D2 oraz opornika R3 i tranzystora w potaczeniu diodowym D3. Kazdy
z tych obwoddw jest potaczony do ujemnego bieguna réznych gatezi zasilajagcych A i B. Prad bazy trarzysto-
ra Tl jest bocznikowany szeregowo potaczonym opornikiem R6 i tranzystorem w potaczeniu diodowym D1.
Kardiostymulator, ktdry jest zasilany z uktadu wedtug wynalazku posiada wzmacniacz W na tranzystorze T1.
Prad przeptywajac przez tranzystor T1 taduje kondensator C1, ktdérego czas tudowania okresla czestotliwosé
impulséw wyjsciowych, a roztadowanie czas trwania impulsu. Po wzroscie napigcia do okreslonej wartosci jest
wysterowywany przerzutnik S, kt6ry steruje podwajaczem napigcia P. Dla napie¢ o wartosci nominalnej kardio-
stymulator jest zasilany z obu gatezi A i B, poniewaz oba tranzystory T2 i T3 przewodza. Tranzystory w pota-
czeniu diodowym lub diody D1 iD2 sg spolaryzowane w kierunku przewodzenia, a wigc tranzystor T1 jest
wysterowany pradem plynacym przez opornik R1 i réwnoleglym potaczeniu dwu obwodéw z opornikiem R2
i diodg D2 oraz opornikiem R3 i dioda D3. Dla takiego potaczenia i wartosci napigé zasilajacych, czestotliwoéé
impulséw wyjéciowych ma warto$¢ nominalng. Przy roztadowaniu si¢ jednej z baterii np. baterii I, dioda D2
i tranzystor T2 zostaty spolaryzowane w kierunku nieprzewodzenia i odizolowuja gataz A ztozonga z baterii I; I1
od sterowania i zasjlania uktadu. Kardiostymulator jest wéwczas zasilany napigciem o wartosci nominalnej z ga-
tezi B zlozonej z baterii III; IV a tranzystor T1 wysterowany przez zwigkszona oporno$é ztozong z szeregowo
potaczonych opornikéw R1, R3 i diody D3. _

W zwiazku ze zwigkszeniem opornosci sumarycznej wysterowania tranzystora T1 nast¢puje zmniejszenie
pradu ptynacego przez ten tranzystor, a wigc zmniejszenie czestotliwosci impuiséw wy jsciowych kardiostymula-
tora. Amplituda impulséw wyjsciowych pozostaje bez zmiany, ponicwaz wartos¢ napigcia zasilajgcego nie ulega
amianic. Po uszkodzeniu kolejnej baterii np. III z galezi zasilajacej B napigcia w obu galeziach wyréwnujq si¢
i kardiostymulator znowu jest zasilany z obu gatgzi A i B, z tym ze warto$¢ napigcia zasilajacego zmniejszyta si¢
okoto dwukrotnie. Zmniejszenie napigcia zasilania powoduie nastepnie zmniejszenie pradu wysterowania tran-
zystora T1, a tym samym zmniejszenie si¢ czestotliwoéci impulséw wyjsciowych. Amplituda impulséw wyjscio-
wych zmienia si¢ okoto potowe proporcjonalnie dozmiany napigcia zasilania.

Jezeli nastapi roztadowanie baterii np. IV, tranzystor T3 idioda D3 zostang spoiaryzowane w kierunku
nieprzewodzenia i gataZz B ziozona z baterii III i IV zostanie odizolowana od zasilania i sterowania kardiostymu-
latora. Kardiostymulator jest obecnie zasilany z jednej baterii II napigciem w dalszym ciagu o wartoéci okoto
potowy wartosci nominalnej, a tranzystor T1 jest wysterowany przez zwigkszong oporno$¢ wypadkowa ztozong
z szeregowo potaczonych opornikéw R1 i R2 oraz diody D2, co powoduje kolejne zmniejszenie pradu tadujgce-
go kondensator C1, a wigc réwniez zmniejszenie czestotliwoéci powtarzania impulséw wyjsciowych. Amplituda
.impulsu wyjsciowego jest analogiczna jak poprzednio. Przez odpowiedni dobdr wartosci opornikéw R1 R2 R3
iR6 moina otrzyma¢ okreslone zmiany czg¢stotliwosci nominalnej. Na ogét przyjmuje si¢ jako czgstotliwosé
nominalng warto$¢ 70c/min lub 72c/min oraz zmniejszenie si¢ tej czestotliwosci o 6¢/min dla kazdego kolejnego
»uszkodzenia baterii z uktadu zasilajacego.

ZastrzeZenie pat‘entowe

Uktad zasilania kardiostymulatora implantowanego, sktadajacego si¢ z baterii potaczonych w szereg lub
z dwu galezi zasilania, przy czym jedna z gatezi jest zasilaniem dodatkowym,znamienny ty m, ze posiada
dwie identyczne gatezie podwdjnego zasilania (A) (B), do kt6rych odpowiednich biegunéw jednakowego znaku
83 podiaczone tranzystory w potgczeniu diodowym (D2) (D3) lub diody spolaryzowane w kierunku przewodze-
-nia oraz oporniki (R2) (R3) stanowigce czgé¢ opornosci wplywajacej na czestotliwo$¢ powtarzania impulséw
wyjéciowych z kardiostymula‘ora, jednoczesnie te bieguny gatezi zasilajacych (A) (B) sa potaczone przez tranzy-
story (T2) (T3) spolaryzowane w kierunku normalnej pracy z wtasciwym zaciskiem kardiostymulatora, a pozo-
stale dwa bieguny jednakowego znaku gale¢zi zasilajacych (A) (B) s3 potgczone bezposednio z odpowiednim
zaciskiem zasilania kardiostymulatora.
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